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9. Dispositif & couplage de charge selon la reven-
dication 2, comprenant le circuit de sortie se-
. lon la revendication 8, dans lequel :
\/ ledit substrat semiconducteur (21) est d'un 40
premier type de conductivité ; :
ladite section de transfert de charges est
formée dans uns région de puits d'un second
type de. conductivité dans ledit substrat semi-
conducteur (21) ; 45
ledit moyen d'exiraction de charges (10,
23, 55, 64, 74) est formé sur ledit substrat
semiconducteur et au niveau de I'extrémité de
ladite section de transfert de charges.
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10. Dispositif & couplage de charge selon la reven-
dication 9, dans lequel une source de courant
constant (3 ; 33 ; 53; 63 ; 73) constituant le
suiveur de source est constituée par un tran-
sistor NMOS comportant un canal d'un premier  s5
type de conductivité, ledit transistor NMOS
étant formé dans une région de puits du se-
cond type de conductivité distincte desdites



